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(54) Zplsob vyroby dozimetrickych diod
1

Vyndlez se tyk4 zpGsobu vyroby dozimetrickych diod. Dosavadni zplsob vyroby dozimet-
rickych diod vyu%iv4 difuznf proces, pri kterém dochézi k aktivaci termorekombina&nich
center, coZ mé za nésledek zhordeni elektrickych parametrd dozimetrickych diod, ddle je

proces difdze energeticky nékladny a vyZaduje velmi komplikovand regulalni zaXfzeni.

Uvedené nedostatky odstranuje podle vynélezu zpisob vyroby dozimetrickych diod, p#i-

gem? podstata spoli{vé v tom, %e se na jednu stranu zékladni k¥emikové destilky implantujf

2cm a 8 energii

ionty boru a na druhou stranu ionty fosforu o koncentraci 1015 a¥ 10~
100‘103 a% 300‘103 eV, potom se kiemfkovd destilka rozieZe na jednotlivé systémy, které se
potom %fhaji p¥i teplot& 750 aZ 850 %C po dobu 2 af 100 hodin a oleptévaji v kyselind
fluorovodikové.

Pou?it{ implantace pro vyrobu dozimetrickych diod prinéS{ znadné vyhody a to jednak
podstatné zkrécenf vyrobniho procesu, reprodukovatelnost, shodu potdtednich perametrd, a
umo¥nuje vyrobu citliv&jsfch dozimetrickych diod pomoci zv&tSené tloudtky zékladn{ kfemi-
kové destidky. Daldf{ vyhoda spo&ivé v minimélni generaci termorekombinainich center. Ener-
geticky je vyroba diod pomoc{ iontové implantace nesrownateln& vyhodn&j3i neZ vyroba di-

fuzn{ technologii.

Zphsob podle vyndlezu je déle popsén na konkrétnim prikledu provedeni.
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P¥{klad

K¥emfkovéd deska,opracovand na po*adovanou tlousfku b&inymi technologickymi zpisoby,
byla naimplantovéna z jedné strany ionty boru o koncentraci 5.1015cm'2, z druhé strany
ionty fosforu o koncentraci 5.10150m-2. Naimplantovand deska se diamentovou pilou rozdle-
nila na jednotlivé systémy, které.se po pedlivém odisté&n{ podrobily osmi hodinovém %{hén{
v neutrdlni atmosfé¥e. Po vy%fhéni byl oZiven povrch diod oleptdnim ve fluorovodikové
kyselin& a diody byly umistény ve speciédlnim dridku pro vakuové napafenf chromoniklovych
kontaktl. Na tyto kontakty byly cinovou péjkou priletovény pirivody ze stiibrného dritu o
# 0,4 mm. Diody nyly v kone¥né fézi zapouzdieny pomoc{ fluidizace.

PREDMIET VYINALEGZU

Zplsob v¥roby dozimetrickych diod, vyznadujfci se tim, %¥e se na jednu stranu zgkla-
dn{ kiemfkové destidky implantujf ionty boru a na druhou stranu ionty fosforu o koncentra-
ci 1015 a% 1017'2cm a 8 energif 150'103 aZ 300'103 eV, potom se kiemfkovd destidka rozteZe
na jednotlivé systémy, které se potom *fhajf pri teplot& 750 a% 850 °C po dobu 2 a# 100
hodin a oleptédvaji se v kyselind fluorovodikové.
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